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【緒言】低分子蒸着型有機薄膜太陽電池において、分子配向を制御することは、電荷輸送や光吸

収の向上に重要である。分子配向を調べる方法として、X線回折法(XRD)が用いられている。し

かし、XRD測定によって、結晶性の低い材料の膜内部における分子配向を評価することは難しか

った。本研究では、金属上または ITO基板上に各種 p型半導体分子を真空蒸着で堆積させ、その

分子配向を、赤外反射吸収分光法(IRRAS)を用いて検討した。さらに、この分子配向が太陽電池特

性に及ぼす影響について検討した。 

【実験】結晶性の高い材料として、亜鉛フタロシアニン(ZnPc)

やペリレン誘導体(DIP) 、結晶性が低く XRD測定では配向に

関する情報が得られなかった材料として、サブフタロシアニ

ン(SubPc)やフェニル基を置換基に持つペリレン誘導体 (DBP)

を用いた。これらの p 型半導体分子を基板上に真空蒸着によ

って堆積させる際に IRRASスペクトルを in-situ測定して、膜

内部の分子配向に関する情報を得た。 

【結果と考察】Fig.2 に、ITO、金属基板上に蒸着した p 型半

導体分子の IRRAS スペクトルを示す。金属基板上において、

DIP は基板平面に対して寝た配向(Lying-down 配向)であるこ

とが確認できた。ZnPc、DBP、SubPcに関しても金属基板上で

はLying-down配向またはLying-down配向に近い配向であるこ

とが確認できた。特に、ZnPcにおいては膜厚が増加するに従

って配向角が増加している過程が確認できた。これは、蒸着

分子が基板から離れて堆積するにつれて基板からの影響が小

さくなり、基板平面に対して立った配向(Standing-up配向)に変

化していることを示している。一方、ITO 基板上では、結晶

性の高い ZnPcや DIP は Standing-up配向であることが確認で

きた。また、結晶性の低い SubPcや DBPにおいても、ITO基

板上では Standing-up配向となる傾向があることが分かった。

太陽電池特性と分子配向の相関関係は、当日の発表で報告す

る。 

Fig.1 Molecular structures of 

p-type semiconductors 

Fig.2 IRRAS spectra of p-type 

semiconductor molecules 

on various substrates 
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